TRANZYSTOR n-p-n
% BD254

Tranzystor krzemowy epiplanarny duzej mocy malej
czestotliwoSci.

Jest przeznaczony do stosowania:

— w stopniach wyjéciowych wzmacniaczy Hi—Fi

- w ukladach przelgczajacych mocy.

Tranzystor BD254 jest komplementarny do tranzystora
BD253.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO66(CE24). Ko-
lektor jest polgczony z obudowa.

DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszczalne parametréow eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-baza Ucso 60 v
Napiecienkolektor-

-emiter Ucrs 40 A%
Napiecie emiter-baza  Uxpo 5 v
Prad kolektora Ic 3 A
Prad bazy Ip 0,5 A
Moc catkowita

przy tease = 318K

45°C)Ucz <6V Pyot 18,5 w
Temperatura zlgcza ty 473 K

(200 °C)
Zakres temperatury
skladowania tstg 218...473 K
(—55..1200 °C)
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SWW 1156-231

Parametry statyczne

przy tamb = 298 K
(25°C) min. typ. maks:

Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucgo =40V Icgp — — 100 nA
przy Ucso =40V,
tease = 423 K (150°C) Icno _ - 100 pA

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ig =0,

Ic =100 pA

‘Napiecie przebicia
kolektor-emiter*
przy Ie=0,
Ic=100mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy IC = 0:

Wspblezynnik
wzmocnienia pra-
dowego* **
przy Ic=0,1A,
Ucg=2V hesz

UsricBo 60 —_ — v
U(sr)cEeo 40, —_ _ v

U (sr)EBO 5 —_ —_ v

kLA

kLB — 115 _ —

kl.C — 195 - —

przy Ic=1A,

ch =2V hg;g kLA 30 o— 90 —_
kLB 50 —_ 150 —
klL.C 100 — 300 —

przy Ic =2A,

Uceg=5V hosx kLA — 42 — —_

kKL.C —- 120 — —
Stosunek wsp6iczyn- :
nika wzmocnienia
pragdowego dobra-
nych par*#*
haixe
Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem*
przy Ic=0,1 A,
Uecz=2V Usge —_ —_— 1 v

08 — 1,25 —

t
* Pomiar impulsowy t, < 300/us i —Tp—<2'/n.

** Podzialu na klasy oraz dobieranie w pary dokonuje sie¢ na
zyczenie odbiorcy okreflone w zaméwieniu.

Przyktady
B8D254 k1. A — dla klasy wybrane}
2XBD254 — dla pary zwykte]
BD254/BD255 — dla pary komplementarnej.
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« przy Ic=1-A, Ucg =10V,
Ucg=2V Usge —_ —_ 1,2 f =10 MHz fr 30 — MHz
przy Ic = 2A, ) Pojemnofé kolektor-
Uc);,l =5V UBE — _— 1,4 -baza
Napiecie nasycenia przy Iz =0,
kolektor-emiter* Ucg=10V,
przy Ic =2 A, f=1MHz Ccro — 70 pF
Ig=02A Ucksat - - 0,75 Czas wlaczania
Napigcie nasycenia przy Ic=1A,
emiter-baza Ip; = —Ipgs =50 mA ton — 0,3 us
przy Ic =24, Czas wylaczania
Ig=02A Upgsat —_ —_ 1,35 przy Ic = 1A,
IBI = "—Iag =50 mA ton:' —_ 1,5 us
Parametry dynamiczne
Przy tamp» = 298 K (25°C) min. maks. Parametry termiczne
Czestotliwo§é graniczna
przy Ic = 200 mA, Rezystancja termiczna
e ¢ zlgcze-obudowa Ripgg-ey — 8,5 K/W
* Pomiar impulsowy t, < 300ps i —-;;< 2%fe. '
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Zaleznoéé statycznego wspblezynnika wzmocnienia Zaleznosé napieé nasycenia od pradu kolektora
pradowego od pradu kolektora hz = J (Ic) Ucgsat; Uppsat = f (I
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& littlediode

COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

